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1.はじめに 

Nb/Al/AlO x-Al/Nb[1](以下、3 層構造とする)のリーク

電流を抑え、高い Quality Factor Rsg/Rn を有するデバイ

スの安定製造を実現することは、3 層構造の高臨界電

流密度化の研究において重要である。本研究は、接合

側面からのリーク電流を原因とする、Rsg/Rn への影響

について評価実験を行ったので報告する。 

2.実験 

2-1.実験内容 

同一の面積(25μm2)で異なる周長(Fig.2)の接合を有

するデバイスを、Fig.1に示す工程にて、複数回製作し、

Rsg/Rn の値を測定した。また周長による影響のみを評

価できるよう、酸化バリア膜の形成条件は、低リーク

の期待できる Jc(1-3kA/cm2)程度を目標とした。 

2-2.結果 

測定した Rsg/Rn の形状毎の分布が Fig.2である。中

央値ならびに分散中心はおよそ 14±2 に収束しており、

接合の周長と Rsg/Rn の間に明確な相関はみられない。 

3.まとめ  

 25μm2程度の接合面積であれば、接合周長が 3層構

造の Rsg/Rn に与える影響は、限りなく少ない。故に、

我々の製造プロセスにおいては、Rsg/Rn はバリアの製

造工程における影響がより支配的であることがわかっ

た。 
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Fig.1 Process of device fabrication 

 

Fig.2 Junction design, and Rsg/Rn change 

第66回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2019 東京工業大学 大岡山キャンパス)10a-PA5-1 

© 2019年 応用物理学会 09-001 11


